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(54)【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】
【課題】ＴＦＴのゲート・ソース電極間容量を大きくす
ることなく、そのチャンネル幅を実質的に大きくして、
前記ＴＦＴに大きな電流を流せるようにし、駆動デュー
ティを高くして高画素密度化をはかるとともに、ゲート
配線の配線幅を広くする必要を無くして開口率を十分高
くし、さらに、前記ゲート・ソース電極間容量の影響に
よる画素領域の書込み状態の変動を少なくして良好な表
示を行なうことができるアクティブマトリックス液晶表
示素子を提供する。
【解決手段】ＴＦＴ１３を、そのソース電極１７とドレ
イン電極１７のうち、少なくとも前記ソース電極１７
が、前記ＴＦＴ１３のチャンネル領域側の端縁に、その
端縁から電極内方向に凹入する切欠部１７ａが設けられ
た形状に形成された構成とした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】対向配置された一対の基板のうち、一方の
基板の内面に、行方向および列方向にマトリックス状に
配列する複数の画素電極と、これらの画素電極にそれぞ
れ対応させて配置され、対応する前記画素電極にソース
電極が接続された複数の薄膜トランジスタと、各行の薄
膜トランジスタのゲート電極にそれぞれゲート信号を供
給する複数のゲート配線と、各列の薄膜トランジスタの
ドレイン電極にそれぞれデータ信号を供給する複数のデ
ータ配線とが設けられ、他方の基板の内面に、前記複数
の画素電極に対向する対向電極が設けられ、前記一対の
基板間に液晶が封入されたアクティブマトリックス方式
の液晶表示素子において、
前記薄膜トランジスタのソース電極とドレイン電極との
うち、少なくとも前記ソース電極が、前記薄膜トランジ
スタのチャンネル領域側の端縁に、その端縁から電極内
方向に凹入する少なくとも１つの切欠部が設けられた形
状に形成されていることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】薄膜トランジスタのソース電極とドレイン
電極とのうち、少なくとも前記ソース電極が、前記薄膜
トランジスタのチャンネル領域側の端縁に、その端縁か
ら電極内方向に凹入する複数の切欠部が所定の間隔で設
けられた形状に形成されていることを特徴とする請求項
１に記載の液晶表示素子。
【請求項３】薄膜トランジスタのドレイン電極が、前記
薄膜トランジスタのチャンネル領域側の端縁に、その端
縁から電極内方向に凹入する少なくとも１つの切欠部が
設けられた形状に形成されており、このドレイン電極の
前記切欠部が、前記ソース電極のチャンネル領域側の端
縁に設けられた少なくとも１つの切欠部に向き合ってい
ることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示素子。
【請求項４】一対の基板間に、強誘電性液晶または反強
誘電性液晶が封入されていることを特徴とする請求項１
～３のいずれかに記載の液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、スイッチング素
子に薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴと記す）を用いた
アクティブマトリックス方式の液晶表示素子に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】アクティブマトリックス方式の液晶表示
素子としては、能動素子にＴＦＴを用いたものが広く利
用されている。
【０００３】このアクティブマトリックス液晶表示素子
は、対向配置された一対の基板のうち、一方の基板（以
下、ＴＦＴ基板という）の内面に、マトリックス状に配
列する複数の画素電極と、複数のＴＦＴと、複数のゲー
ト配線およびデータ配線とが設けられ、他方の基板（以
下、対向基板という）の内面に、前記複数の画素電極に
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対向する対向電極が設けられ、前記一対の基板間に液晶
が封入された構成となっている。
【０００４】図５は従来のアクティブマトリックス液晶
表示素子のＴＦＴ基板の一部分の平面図であり、このＴ
ＦＴ基板１の内面に、行方向および列方向にマトリック
ス状に配列する複数の透明な画素電極２と、これらの画
素電極２にそれぞれ対応させて配置され、対応する画素
電極２にソース電極７が接続された複数のＴＦＴ３と、
各行のＴＦＴ３のゲート電極４にそれぞれゲート信号を
供給する複数のゲート配線９と、各列のＴＦＴ３のドレ
イン電極８にそれぞれデータ信号を供給する複数のデー
タ配線１０とが設けられている。
【０００５】前記ＴＦＴ３は、基板１上に形成されたゲ
ート電極４と、このゲート電極４を覆うゲート絶縁膜５
と、前記ゲート絶縁膜５の上に前記ゲート電極４と対向
させて設けられたｉ型半導体膜６と、このｉ型半導体膜
６の両側部の上に設けられたソース電極７およびドレイ
ン電極８とからなっており、前記ソース電極７とドレイ
ン電極８はそれぞれ、前記ｉ型半導体膜６の上に形成さ
れたソース領域およびドレイン領域を形成するためのｎ
型半導体膜と、このｎ型半導体膜の上に形成された導電
性金属膜とからなっている。
【０００６】このＴＦＴ３のｉ型半導体膜６および前記
ソース電極７とドレイン電極８の下層膜であるｎ型半導
体膜には、アモルファスシリコンまたはポリシリコンが
用いられており、このアモルファスシリコンまたはポリ
シリコンは、単結晶シリコンに比べて電子の移動度が低
いが、ガラス等からなる基板１上に比較的簡単に形成で
きるため、液晶表示素子のスイッチング用ＴＦＴに適し
ている。
【０００７】また、前記ゲート配線９は、基板１上に前
記ＴＦＴ３のゲート電極４と一体に形成されており、前
記データ配線１０は前記ゲート絶縁膜５の上に形成され
て前記ＴＦＴ３のドレイン電極８につながっている。
【０００８】そして、前記画素電極２は、前記ゲート絶
縁膜５の上に形成されており、この画素電極２の側縁部
に、その画素電極２に対応するＴＦＴ３のソース電極８
が接続されている。
【０００９】このアクティブマトリックス液晶表示素子
は、前記複数のゲート配線９に、ＴＦＴ３をオンさせる
電位になる期間を順次ずらした波形のゲート信号を供給
し、前記複数のデータ配線１０に、前記複数のゲート配
線９の選択期間ごとに画像データに応じて電位が変化す
る波形のデータ信号を供給することにより表示駆動され
るものであり、各ゲート配線９の選択期間ごとに、その
ゲート配線９が対応する行の画素電極２に前記データ配
線１０からＴＦＴ３を介してデータ信号が印加され、そ
のデータ信号の電位に応じた書込み電荷が、前記画素電
極３と図示しない対向基板に設けられた対向電極とその
間の液晶層とからなる画素容量にチャージされて、前記
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複数の画素電極２と対向電極とが対向する複数の画素領
域への書込みが行なわれる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】ところで、アクティブ
マトリックス液晶表示素子は、ますます高画素密度化さ
れる傾向にあり、そのために、より高いデューティで時
分割駆動することが要求されている。
【００１１】一方、前記アクティブマトリックス液晶表
示素子は、そのスイッチング用ＴＦＴ３のｉ型半導体膜
６およびソース電極７とドレイン電極８の下層膜である
ｎ型半導体膜が、単結晶シリコンに比べて電子の移動度
が低いアモルファスシリコンまたはポリシリコンからな
っているため、限られた選択期間（ＴＦＴ３のオン期
間）内に前記データ配線１０から供給されるデータ信号
の電位に応じた書込み電荷を画素容量に十分にチャージ
するには、前記ＴＦＴ３のチャンネル長（ソース電極７
とドレイン電極８の互いに向き合う端縁間の距離）Ｌを
できるだけ小さくし、チャンネル幅（ソース電極７およ
びドレイン電極８の幅）Ｗをできるだけ大きくして、Ｔ
ＦＴ３に大きな電流を流せるようにする必要がある。
【００１２】しかし、選択期間に画素容量にチャージさ
れた書込み電荷を、次の選択期間まで保持するために
は、前記ＴＦＴ３のソース電極７とドレイン電極８と
を、その間に漏れ電流が生じないように十分離間させる
必要があり、したがって、チャンネル長Ｌを小さくする
のには限界がある。
【００１３】また、前記ＴＦＴ３のソース電極７とドレ
イン電極８の幅を大きくし、そのチャンネル幅Ｗを大き
くしてＴＦＴ３に大きな電流を流せるようにした場合、
チャンネル幅Ｗが大きいＴＦＴ３は、ゲート電極４とソ
ース電極７との間の浮遊容量（以下、ゲート・ソース電
極間容量という）と、ゲート電極４とドレイン電極８と
の間の浮遊容量（以下、ゲート・ドレイン電極間容量と
いう）が大きいため、このゲート・ソース電極間容量お
よびゲート・ドレイン電極間容量の影響、特にゲート・
ソース電極間容量の影響により、ゲート配線９からゲー
ト電極４に供給されるゲート信号の波形に鈍りが生じ、
ＴＦＴ３を動作性良くオン／オフさせることができなく
なって、前記画素領域への書込み特性が悪くなる。
【００１４】このゲート信号の波形の鈍りは、前記ゲー
ト配線９の電気抵抗を低くすることによりある程度補償
することができるが、ゲート配線９を低抵抗にするに
は、その配線幅を広くしなければならないため、液晶表
示素子の開口率が低くなってしまう。
【００１５】しかも、前記ＴＦＴ３のゲート・ソース電
極間容量は、画素電極３と図示しない対向基板に設けら
れた対向電極とその間の液晶層とからなる画素容量にチ
ャージされる書込み電荷にも影響を及ぼすため、前記ゲ
ート・ソース電極間容量が大きいと、前記画素領域の書
込み状態が変動してしまう。
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【００１６】このような理由から、従来は、ＴＦＴ３の
チャンネル幅Ｗを大きくして大きな電流を流せるように
することは難しいとされており、したがって、アクティ
ブマトリックス液晶表示素子の駆動デューティを高くし
て高画素密度化をはかることが困難であった。
【００１７】この発明は、ＴＦＴのゲート・ソース電極
間容量を大きくすることなく、そのチャンネル幅を実質
的に大きくして、前記ＴＦＴに大きな電流を流せるよう
にし、駆動デューティを高くして高画素密度化をはかる
とともに、ゲート配線の配線幅を広くする必要を無くし
て開口率を十分高くし、さらに、前記ゲート・ソース電
極間容量の影響による画素領域の書込み状態の変動を少
なくして良好な表示を行なうことができる、アクティブ
マトリックス方式の液晶表示素子を提供することを目的
としたものである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】この発明は、対向配置さ
れた一対の基板のうち、一方の基板の内面に、行方向お
よび列方向にマトリックス状に配列する複数の画素電極
と、これらの画素電極にそれぞれ対応させて配置され、
対応する前記画素電極にソース電極が接続された複数の
ＴＦＴと、各行のＴＦＴのゲート電極にそれぞれゲート
信号を供給する複数のゲート配線と、各列のＴＦＴのド
レイン電極にそれぞれデータ信号を供給する複数のデー
タ配線とが設けられ、他方の基板の内面に、前記複数の
画素電極に対向する対向電極が設けられ、前記一対の基
板間に液晶が封入されたアクティブマトリックス方式の
液晶表示素子において、前記ＴＦＴのソース電極とドレ
イン電極のうち、少なくとも前記ソース電極が、前記Ｔ
ＦＴのチャンネル領域側の端縁に、その端縁から電極内
方向に凹入する切欠部が設けられた形状に形成されてい
ることを特徴とするものである。
【００１９】この発明の液晶表示素子は、前記ＴＦＴ
を、そのソース電極とドレイン電極のうち、少なくとも
前記ソース電極が、前記ＴＦＴのチャンネル領域側の端
縁に、その端縁から電極内方向に凹入する切欠部が設け
られた形状に形成された構成としているため、前記ＴＦ
Ｔをオンさせたときの前記ソース電極とドレイン電極と
の間の電流経路が、前記ソース電極の前記切欠部が無い
部分の端縁と前記ドレイン電極との間だけでなく、前記
ソース電極の前記切欠部の側縁と前記ドレイン電極との
間にも形成される。
【００２０】そのため、このＴＦＴは、実質的に、前記
ソース電極の前記切欠部が無い部分の端縁と前記ドレイ
ン電極の端縁とが互いに向き合っている見掛け上のチャ
ンネル幅よりも大きいチャンネル幅をもっている。
【００２１】そして、このＴＦＴは、そのソース電極
が、前記チャンネル領域側の端縁に前記切欠部が設けら
れた形状に形成されているため、実質的なチャンネル幅
が、ソース電極およびドレイン電極のチャンネル領域側
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端縁がそれぞれ前記切欠部の無い直線縁である一般的な
ＴＦＴのチャンネル幅と同じでも、前記一般的なＴＦＴ
に比べてソース電極とゲート電極との対向面積が小さ
く、ゲート・ソース電極間容量が小さい。
【００２２】したがって、この液晶表示素子によれば、
ＴＦＴのゲート・ソース電極間容量を大きくすることな
く、そのチャンネル幅を実質的に大きくして、このＴＦ
Ｔに大きな電流を流せるようにし、駆動デューティを高
くして高画素密度化をはかることができる。
【００２３】しかも、前記ＴＦＴは、そのゲート・ドレ
イン電極間容量が小さいため、このゲート・ソース電極
間容量の影響により、前記ゲート配線から前記ゲート電
極に供給されるゲート信号の波形に鈍りが生じることが
少なく、したがって、ゲート信号の波形の鈍りを補償す
るためにゲート配線の配線幅を広くしてその電気抵抗を
低くする必要はないため、開口率を十分高くすることが
できる。
【００２４】さらに、この液晶表示素子は、前記ＴＦＴ
のゲート・ソース電極間容量が小さいため、このゲート
・ソース電極間容量が、前記画素電極と対向電極とその
間の液晶層とからなる画素容量にチャージされる書込み
電荷に影響を及ぼことが少なく、したがって、前記ゲー
ト・ソース電極間容量の影響による画素領域の書込み状
態の変動を少なくし、良好な表示を行なうことができ
る。
【００２５】
【発明の実施の形態】この発明の液晶表示素子は、上記
のように、ＴＦＴを、そのソース電極とドレイン電極の
うち、少なくとも前記ソース電極が、前記ＴＦＴのチャ
ンネル領域側の端縁に、その端縁から電極内方向に凹入
する切欠部が設けられた形状に形成された構成とするこ
とにより、前記ＴＦＴのゲート・ソース電極間容量を大
きくすることなく、そのチャンネル幅を実質的に大きく
して、このＴＦＴに大きな電流を流せるようにし、駆動
デューティを高くして高画素密度化をはかるとともに、
ゲート配線の配線幅を広くする必要を無くして開口率を
十分高くし、さらに、前記ゲート・ソース電極間容量の
影響による画素領域の書込み状態の変動を少なくして良
好な表示を行なうことができるようにしたものである。
【００２６】この発明の液晶表示素子において、前記Ｔ
ＦＴのソース電極とドレイン電極とのうち、少なくとも
前記ソース電極は、前記チャンネル領域側の端縁に、そ
の端縁から電極内方向に凹入する複数の切欠部が所定の
間隔で設けられた形状に形成するのが好ましく、このよ
うにすることにより、前記ＴＦＴのゲート・ソース電極
間容量をより小さくするとともに、その実質的なチャン
ネル幅をさらに大きくすることができる。
【００２７】また、前記ＴＦＴは、そのドレイン電極
も、前記チャンネル領域側の端縁に、その端縁から電極
内方向に凹入する少なくとも１つの切欠部が設けられた
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形状に形成し、このドレイン電極の前記切欠部を、前記
ソース電極のチャンネル領域側の端縁に設けられた少な
くとも１つの切欠部に向き合わせた構成とするのがより
好ましく、このようにすることにより、前記ＴＦＴのゲ
ート・ドレイン電極間容量だけでなく、ゲート・ドレイ
ン電極間容量も小さくし、これらの電極間容量の影響に
よる前記ゲート信号の波形の鈍りをさら少なくすること
ができる。
【００２８】この発明は、ＴＮ（ツイステッドネマティ
ック）型、ＳＴＮ型（スーパーツイステッドネマティッ
ク）型、散乱効果型、強誘電性または反強誘電性液晶表
示素子などの種々のアクティブマトリックス液晶表示素
子に適用できる。
【００２９】特に、一対の基板間に強誘電性液晶または
反強誘電性液晶が封入された強誘電性または反強誘電性
液晶表示素子は、その画素容量が大きいため、ＴＦＴに
より大きな電流を流せるようにする必要があるが、この
発明によれば、前記ＴＦＴのゲート・ソース電極間容量
を大きくすることなく、そのチャンネル幅を実質的に大
きくして、このＴＦＴに大きな電流を流せるようにする
ことができるため、駆動デューティを高くして高画素密
度化をはかるとともに、ゲート配線の配線幅を広くする
必要を無くして開口率を十分高くし、さらに、前記ゲー
ト・ソース電極間容量の影響による画素領域の書込み状
態の変動を少なくして良好な表示を行なうことができ
る。
【００３０】
【実施例】図１および図２はこの発明の第１の実施例を
示しており、図１はアクティブマトリックス液晶表示素
子のＴＦＴ基板の一部分の平面図、図２は図１のＴＦＴ
部分の拡大図である。
【００３１】このＴＦＴ基板１１は、ガラス等からなる
透明基板であり、その内面、つまり図示しない対向基板
との対向面に、行方向および列方向にマトリックス状に
配列する複数の透明な画素電極１２と、これらの画素電
極１２にそれぞれ対応させて配置され、対応する画素電
極１２にソース電極１７が接続された複数のＴＦＴ１３
と、各行のＴＦＴ１３のゲート電極１４にそれぞれゲー
ト信号を供給する複数のゲート配線１９と、各列のＴＦ
Ｔ１３のドレイン電極１８にそれぞれデータ信号を供給
する複数のデータ配線２０とが設けられている。
【００３２】前記ＴＦＴ１３は、基板１１上に形成され
たゲート電極１４と、このゲート電極１４を覆うゲート
絶縁膜１５と、前記ゲート絶縁膜１５の上に前記ゲート
電極１４と対向させて設けられたｉ型半導体膜１６と、
このｉ型半導体膜１６の両側部の上に設けられたソース
電極１７およびドレイン電極１８とからなっており、前
記ソース電極１７とドレイン電極１８はそれぞれ、前記
ｉ型半導体膜１６の上に形成されたソース領域およびド
レイン領域を形成するためのｎ型半導体膜と、このｎ型
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7
半導体膜の上に形成された導電性金属膜とからなってい
る。
【００３３】なお、このＴＦＴ１３のｉ型半導体膜１６
および前記ソース電極１７とドレイン電極１８の下層膜
であるｎ型半導体膜は、アモルファスシリコンからなっ
ている。
【００３４】そして、この液晶表示素子では、前記ＴＦ
Ｔ１３のソース電極１７とドレイン電極１８とのうち、
前記ソース電極１７を、ＴＦＴ１３のチャンネル領域
（ソース電極１７とドレイン電極１８との間の領域）側
の端縁に、その端縁から電極１７内方向に凹入する少な
くとも１つの切欠部１７ａが設けられた形状に形成して
いる。
【００３５】なお、この実施例では、前記ソース電極１
を、そのチャンネル領域側端縁に複数（図で３つ）の切
欠部１７ａを所定の間隔で設けられた櫛歯形状に形成し
ている。
【００３６】この複数の切欠部１７ａは、いずれも、そ
の両側縁がそれぞれ前記チャンネル領域側端縁に対して
ほぼ直交し、内奥縁が前記チャンネル領域側端縁とほぼ
平行な矩形状に形成されており、その長さ（チャンネル
領域側端縁から内奥縁までの距離）は、前記ｉ型半導体
膜１６に対するソース電極１７の重なり長さよりも若干
大きく設定され、また、幅（両側縁間の距離）は約２μ
ｍ～４μｍに設定されている。
【００３７】また、前記ゲート配線１９は、基板１１上
に前記ＴＦＴ１３のゲート電極１４と一体に形成されて
いる。なお、前記ゲート絶縁膜１５は、基板１１のＴＦ
Ｔ配列領域全体にわたって形成された一枚膜状の透明絶
縁膜であり、前記ゲート配線１１は、その端子部を除い
て前記ゲート絶縁膜１５により覆われている。
【００３８】一方、前記データ配線１２は、前記ゲート
絶縁膜１５の上に形成されており、前記ＴＦＴ１３のド
レイン電極１８につながっている。なお、この実施例で
は、前記データ配線１２を前記ＴＦＴ１３のドレイン電
極１８と一体に形成しているが、前記ＴＦＴ１３を層間
絶縁膜で覆ってその上に前記データ配線１２を形成し、
このデータ配線１２を、前記層間絶縁膜に設けたコンタ
クト孔において前記ＴＦＴ１３のドレイン電極１８に接
続してもよい。
【００３９】また、前記画素電極１２は、前記ゲート絶
縁膜１５の上に形成されており、この画素電極１２の側
縁部に、その画素電極１２に対応するＴＦＴ１３のソー
ス電極１８が接続されている。なお、図では省略してい
るが、このＴＦＴ基板１１の内面には、前記複数の画素
電極１２を覆って配向膜が設けられている。
【００４０】そして、液晶表示素子は、前記ＴＦＴ基板
１１と、内面（ＴＦＴ基板１１との対向面に前記複数の
画素電極１２に対向する一枚膜状の透明な対向電極が設
けられるとともにその上に配向膜が形成された図示しな
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い対向基板（透明基板）とを、図示しない枠状シール材
を介して接合し、これらの基板間の前記シール材で囲ま
れた領域に液晶（図示せず）を封入して構成されてい
る。
【００４１】なお、この実施例の液晶表示素子は、一対
の基板（ＴＦＴ基板１１と対向基板）間に、強誘電性液
晶または反強誘電性液晶を、そのスメクティック層構造
の法線の方向を前記配向膜により所定の方向に沿うよう
に規制して封入した強誘電性または反強誘電性液晶表示
素子であり、図では省略しているが、前記一対の基板の
外面にはそれぞれ偏光板が、それぞれの透過軸を所定の
方向に向けて配置されている。
【００４２】この液晶表示素子は、前記ＴＦＴ１３を、
そのソース電極１７とドレイン電極１８のうち、前記ソ
ース電極１７を、前記ＴＦＴ１３のチャンネル領域側の
端縁に、その端縁から電極１７内方向に凹入する切欠部
１７ａが設けられた形状に形成された構成としているた
め、前記ＴＦＴ１３をオンさせたときの前記ソース電極
１７とドレイン電極１８との間の電流経路が、図２に破
線で示したように、前記ソース電極１７の切欠部１７ａ
が無い部分の端縁とドレイン電極１８との間だけでな
く、前記ソース電極１７の前記切欠部１７ａの側縁と前
記ドレイン電極１８との間にも形成される。
【００４３】すなわち、前記ＴＦＴ１３は、そのソース
電極１７のチャンネル領域側端縁に複数の切欠部１７ａ
が設けられた形状に形成されているが、前記ＴＦＴ１３
をオンさせたときにｉ型半導体膜１６を介してソース電
極１７とドレイン電極１８との間を流れる電流は、前記
ソース電極１７の切欠部１７ａが無い部分の端縁とドレ
イン電極１８との間だけでなく、前記ソース電極１７の
前記切欠部１７ａの側縁と前記ドレイン電極１８との間
にも流れる。
【００４４】なお、前記ソース電極１７の切欠部１７ａ
の側縁と前記ドレイン電極１８との間に形成される電流
経路の幅、つまり前記ソース電極１７の切欠部１７ａが
無い部分の端縁とドレイン電極１８との間の領域より外
側への電流経路の広がり幅は、片側で約１μ～２μｍで
あり、この実施例では上述したように、前記切欠部１７
ａの幅を約２μｍ～４μｍにしているため、前記ｉ型半
導体膜１６の前記ソース電極１７の切欠部１７ａに対応
する領域も、ほとんど無駄なくＴＦＴオン時の電流経路
として有効に利用することができる。
【００４５】そのため、このＴＦＴ１３は、実質的に、
ソース電極１７の切欠部１７ａが無い部分の端縁とドレ
イン電極１８の端縁とが互いに向き合っている見掛け上
のチャンネル幅よりも大きいチャンネル幅をもってい
る。
【００４６】そして、このＴＦＴ１３は、そのソース電
極１７が、チャンネル領域側の端縁に前記切欠部１７ａ
が設けられた形状に形成されているため、実質的なチャ
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9
ンネル幅が、ソース電極１７およびドレイン電極１８の
チャンネル領域側端縁がそれぞれ前記切欠部の無い直線
縁である一般的なＴＦＴのチャンネル幅と同じでも、前
記一般的なＴＦＴに比べてソース電極１７とゲート電極
１８との対向面積が小さく、ゲート・ソース電極間容量
（ゲート電極１４とソース電極１７との間の浮遊容量）
が小さい。
【００４７】この実施例では、前記ソース電極１７を、
前記チャンネル領域側の端縁に、その端縁から電極１７
内方向に凹入する複数の切欠部１７ａが所定の間隔で設
けられた形状に形成しているため、前記ＴＦＴのゲート
・ソース電極間容量をより小さくするとともに、その実
質的なチャンネル幅をさらに大きくすることができる。
【００４８】したがって、この液晶表示素子によれば、
単結晶シリコンに比べて電子の移動度が低いアモルファ
スシリコンからなる半導体膜（ｉ型半導体膜６および前
記ソース電極７とドレイン電極８の下層膜であるｎ型半
導体膜）を有するＴＦＴ１３のゲート・ソース電極間容
量を大きくすることなく、そのチャンネル幅を実質的に
大きくして、このＴＦＴ１３に大きな電流を流せるよう
にし、駆動デューティを高くして高画素密度化をはかる
ことができる。
【００４９】しかも、前記ＴＦＴ１３は、そのゲート・
ドレイン電極間容量が小さいため、このゲート・ソース
電極間容量の影響により、ゲート配線１９からゲート電
極１４に供給されるゲート信号の波形に鈍りが生じるこ
とが少なく、したがって、ゲート信号の波形の鈍りを補
償するためにゲート配線１９の配線幅を広くしてその電
気抵抗を低くする必要はないから、開口率を十分高くす
ることができる。
【００５０】さらに、この液晶表示素子は、前記ＴＦＴ
１３のゲート・ソース電極間容量が小さいため、このゲ
ート・ソース電極間容量が、前記画素電極１２と図示し
ない対向基板に設けられた対向電極とその間の液晶層と
からなる画素容量にチャージされる書込み電荷に影響を
及ぼすことが少なく、したがって、前記ゲート・ソース
電極間容量の影響による画素領域の書込み状態の変動を
少なくし、良好な表示を行なうことができる。
【００５１】また、上記実施例の液晶表示素子は、一対
の基板間に強誘電性液晶または反強誘電性液晶が封入さ
れた強誘電性または反強誘電性液晶表示素子であり、そ
の画素容量が大きいため、ＴＦＴ１３により大きな電流
を流せるようにする必要があるが、上述したように、前
記ＴＦＴ１３のゲート・ソース電極間容量を大きくする
ことなく、そのチャンネル幅を実質的に大きくして、こ
のＴＦＴ１３に大きな電流を流せるようにすることがで
きるため、駆動デューティを高くして高画素密度化をは
かるとともに、ゲート配線の配線幅を広くする必要を無
くして開口率を十分高くし、さらに、前記ゲート・ソー
ス電極間容量の影響による画素領域の書込み状態の変動
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を少なくして良好な表示を行なうことができる。
【００５２】図３はこの発明の第２の実施例を示すＴＦ
Ｔ基板のＴＦＴ部分の拡大図であり、この実施例は、Ｔ
ＦＴ１３のソース電極１７を、チャンネル領域側の端縁
に、その端縁から電極１７内方向に凹入する複数の切欠
部１７ａが設けられた形状に形成するとともに、前記Ｔ
ＦＴ１３のドレイン電極１８を、前記チャンネル領域側
の端縁に、その端縁から電極１８内方向に凹入する複数
（ソース電極１７の切欠部１７ａと同数）の切欠部１８
ａが設けられた形状に形成し、このドレイン電極１８の
前記複数の切欠部１８ａをそれぞれ、前記ソース電極１
７の複数の切欠部１７ａに向き合わせたものである。
【００５３】また、図４はこの発明の第３の実施例を示
すＴＦＴ基板のＴＦＴ部分の拡大図であり、この実施例
は、ＴＦＴ１３のソース電極１７を、チャンネル領域側
の端縁に、その端縁から電極１７内方向に凹入する複数
の切欠部１７ａが設けられた形状に形成するとともに、
前記ＴＦＴ１３のドレイン電極１８を、前記チャンネル
領域側の端縁に、その端縁から電極内方向に凹入する１
つの切欠部１８ａが設けられた形状に形成し、このドレ
イン電極１８の前記切欠部１８ａを、ソース電極１７の
チャンネル領域側の端縁に設けられた複数の切欠部１７
ａのうちの１つの切欠部（図では中央の）１７ａに向き
合わせたものである。
【００５４】なお、上記第２および第３の実施例は、Ｔ
ＦＴ１３のドレイン電極１８も、チャンネル領域側の端
縁に、その端縁から電極内方向に凹入する切欠部１８ａ
が設けられた形状に形成したものであるが、他の構成は
上述した第１の実施例と同じであるから、重複する説明
は、図に同符号を付して省略する。
【００５５】この第２および第３の実施例によれば、Ｔ
ＦＴ１３のドレイン電極１８にも切欠部１８ａを設けて
いるため、前記ＴＦＴ１３のゲート・ドレイン電極間容
量だけでなく、ゲート・ドレイン電極間容量も小さく
し、これらの電極間容量の影響による前記ゲート信号の
波形の鈍りをさら少なくすることができる。
【００５６】なお、上記実施例では、ＴＦＴ１３の半導
体膜（ｉ型半導体膜１６およびソース電極１７とドレイ
ン電極１８の下層膜であるｎ型半導体膜）を、アモルフ
ァスシリコンにより形成しているが、前記ＴＦＴ１３の
半導体膜は、ポリシリコンにより形成してもよく、ポリ
シリコンは、単結晶シリコンよりは電子の移動度が低い
が、アモルファスシリコンに比べれば電子移動度が高い
ため、ＴＦＴ１３の半導体膜をポリシリコンにより形成
する場合は、ソース電極１７または前記ソース電極１７
とドレイン電極１８に設ける切欠部１７ａ，１８ａの数
は上記実施例よりも少なくてよい。
【００５７】また、上記実施例の液晶表示素子は、強誘
電性または反強誘電性液晶表示素子であるが、この発明
は、強誘電性または反強誘電性液晶表示素子に限らず、
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ＴＮ（ツイステッドネマティック）型、ＳＴＮ型（スー
パーツイステッドネマティック）型、散乱効果型などの
種々のアクティブマトリックス液晶表示素子に適用する
ことができる。
【００５８】
【発明の効果】この発明の液晶表示素子は、ＴＦＴを、
そのソース電極とドレイン電極のうち、少なくとも前記
ソース電極が、前記ＴＦＴのチャンネル側の端縁に、そ
の端縁から電極内方向に凹入する切欠部が設けられた形
状に形成された構成としたものであるから、前記ＴＦＴ
のゲート・ソース電極間容量を大きくすることなく、そ
のチャンネル幅を実質的に大きくして、このＴＦＴに大
きな電流を流せるようにし、駆動デューティを高くして
高画素密度化をはかるとともに、ゲート配線の配線幅を
広くする必要を無くして開口率を十分高くし、さらに、
前記ゲート・ソース電極間容量の影響による画素領域の
書込み状態の変動を少なくして良好な表示を行なうこと
ができる。
【００５９】この発明の液晶表示素子において、前記Ｔ
ＦＴのソース電極とドレイン電極とのうち、少なくとも
前記ソース電極は、前記チャンネル領域側の端縁に、そ
の端縁から電極内方向に凹入する複数の切欠部が所定の
間隔で設けられた形状に形成するのが好ましく、このよ
うにすることにより、前記ＴＦＴのゲート・ソース電極
間容量を小さくするとともに、その実質的なチャンネル
幅をさらに大きくすることができる。
【００６０】また、前記ＴＦＴは、そのドレイン電極
も、前記チャンネル領域側の端縁に、その端縁から電極
内方向に凹入する少なくとも１つの切欠部が設けられた
形状に形成し、このドレイン電極の前記切欠部を、前記
ソース電極のチャンネル領域側の端縁に設けられた少な
くとも１つの切欠部に向き合わせた構成とするのがより
好ましく、このようにすることにより、前記ＴＦＴのゲ
ート・ドレイン電極間容量だけでなく、ゲート・ドレイ
ン電極間容量も小さくし、これらの電極間容量の影響に
よる前記ゲート信号の波形の鈍りをさら少なくすること
ができる。 *
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*【００６１】この発明は、特に、強誘電性または反強誘
電性液晶表示に有効であり、一対の基板間に強誘電性液
晶または反強誘電性液晶が封入された強誘電性または反
強誘電性液晶表示素子は、その画素容量が大きいいた
め、ＴＦＴにより大きな電流を流せるようにする必要が
あるが、この発明によれば、前記ＴＦＴのゲート・ソー
ス電極間容量を大きくすることなく、そのチャンネル幅
を実質的に大きくして、このＴＦＴに大きな電流を流せ
るようにすることができるため、駆動デューティを高く
して高画素密度化をはかるとともに、ゲート配線の配線
幅を広くする必要を無くして開口率を十分高くし、さら
に、前記ゲート・ソース電極間容量の影響による画素領
域の書込み状態の変動を少なくして良好な表示を行なう
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施例を示す液晶表示素子の
ＴＦＴ基板の一部分の平面図。
【図２】図１のＴＦＴ部分の拡大図。
【図３】この発明の第２の実施例を示すＴＦＴ基板のＴ
ＦＴ部分の拡大図。
【図４】この発明の第３の実施例を示すＴＦＴ基板のＴ
ＦＴ部分の拡大図。
【図５】従来の液晶表示素子のＴＦＴ基板の一部分の平
面図。
【符号の説明】
１１…ＴＦＴ基板
１２…画素電極
１３…ＴＦＴ
１４…ゲート電極
１５…ゲート絶縁膜
１６…ｉ型半導体膜
１７…ソース電極
１７ａ…切欠部
１８…ドレイン電極
１８ａ…切欠部
１９…ゲート配線
２０…データ配線

【図２】 【図４】
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【図５】
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